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１．概要（Summary） 

近年、IoT 社会に向けたデバイスの開発が進んでいる。

IoTで使われるデバイスは低電圧で動作し、高い on電流

を有し、安価であることが求められる。これを実現するため

には。高誘電率(high-k)絶縁膜が必要となる。しかし、こ

の方法では 60 mV/decの物理限界の壁を超えることはで

きない。最近、強誘電体を利用した負性容量の概念が提

案され、60 mV/dec の物理限界を打破できることが先端

Si-LSI や各種 FET で証明されている。この技術を利用

すると、４T poly-Si TFT も性能の向上が期待できる。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置 

【実験方法】 

反応性エッチング(RIE)により石英基板上に BG トレン

チを形成後、ゲートメタルとしてタングステン(W)をスパッタ

で堆積する。その後、化学機械研磨(CMP)により、余分

な W を除去し、埋め込み BG を形成する。次にプラズマ

CVD(PECVD)により BG SiO2を 150 nm、ノンドープ非

晶質 Si (a-Si)を 75 nm成膜する。成膜された a-Si薄膜

は、脱水素化後に半導体隆起固体連続波レーザラテラル

結晶化(CLC)により結晶化され、大粒径 poly-Si 薄膜に

変換される。トランジスタアイランドの形成後、PECVD に

より TG SiO2を 10 nm 堆積し、反応性スパッタで HfO2

を成膜する。次に、Wをスパッタで堆積後、石英基板に埋

め込まれた BG をフォトマスクとして背面露光を行うことに

より、BG に対して自己整合的に TG を形成した。ソース・

ドレイン領域上のTG絶縁膜をRIEにより除去後、広島大

学支援機関にてリンのイオン注入を行う。次に、BG と連

結する配線を形成するため、TGのエッジ部分をRIEによ

り除去する。PECVDでSiO2層間絶縁膜 200 nmを堆積 

後、N2雰囲気中において550℃で6 hの活性化アニール

を行う。次に、RIE によりコンタクトホールを形成後、モリブ

デンによる電極を形成した。最後に水素化処理を行う。一

方、負性容量の HfZrOx 強誘電体キャパシタンスは別途

作成する。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

強誘電体キャパシタンスが実現できなかったため、

high-k のみの性能向上の実現となった。トランスファ特性

を図１に示す。高いオン電流と鋭い立ちあがり特性（小さ

い s値）を実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 

Figure 1. Transfer characteristics of drain 

current versus top gate (TG) voltage at 

different bottom gate voltages. 


